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INTRODUGCAO/OBJETIVO

A utilizacao de filmes finos se mostra cada vez mais
presente e eficaz na industria biomédica, e para que nao
ocorra complicacbes futuras para o portador dos
biomateriais, materiais gue surgem como proteses ou
Implantes que utilizam dos filmes finos, é de Vvital
Importancia ter conhecimento dos mesmos e suas
propriedades. O trabalho em guestao teve como objetivo a
parametrizacao, caracterizacao e a optimizacao de
diferentes materiais depositados via magnetron sputtering,
utilizando de diferentes parametros, sobre substratos de
silicio. As amostras foram analisadas, posteriormente
através do método de espectrometria por
retroespelhamento Rutherford (RBS).

—~ochezatto, Cezar Aguzzoli

METODOLOGIA

Oito amostras de silicio foram cortadas em peguenas
pecas de 20 x 20mm e, apos serem limpas e
esterilizadas com um banho de acetona no ultrassom,
passaram pelo processo de magnetron sputtering. Para
cada amostra foi utilizado diferentes alvos (materiais a
serem depositados) e parametros, como segue O
Quadro 1:

Poténcia | Tempo de

Utilizada |da fonte ?Se)pOSigﬁo

Amostra |Pstancia | Material

Amostra(cm) Alvo

15 Cu DC 30
Cu DC 30
8 Cu DC 80
Cu DC 80

7
12
7
14 TIN RF 70 1800
-
7
7

TIN RF 70 3600
V203 RF 90 1800
V203 RF 90 3600

Quadro 1. Parametros e materiais utilizados para a deposicao dos filmes finos

Apos a deposicao, as amostras foram analisadas
atraves do metodo de  espectrometria  por
retroespelhamento Rutherford (RBS), processo esse
feito por um laboratério parceiro da UCS.

RESULTADOS

ApoOs a espectrometria por retroespelhamento Rutherford
(RBS), as espessuras dos filmes foram obtidas atraveés
do uso do software Simnra, como segue o Quadro 2:

Amostra | Distancia
Alvo-

Amostra(cm)

Espessu
rado
deposica | Filme
(nm)

DC 50 80 12

I DC 50 80 60

12,8 DC 80 47
DC 80 108

TIN RF /0 1800 60
TIN RF /0 3600 130

V203 RF 90 1800 58
I V203 RF 90 3600 149

Quadro 2: Resultados obtidos apds RBS em cada amostra

Materia | Fonte Poténci | Tempo
utilizad |a da

8
.
8
8

CONCLUSAO

Foi concluido, observando os resultados obtidos com o
método de RBS, que a deposicao dos filmes finos
Oocorreu com sucesso em todos 0S casos, € a espessura
dos mesmos mudou conforme os parametros utilizados
No processo, como a poténcia da fonte, o tempo utilizado
para a deposicao e a distancia entre o alvo e a amostra.
As etapas futuras visam aprimorar o conhecimento da
técnica de magnetron sputtering atraves de mais
experimentos semelhantes.
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